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ТУННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ И ЕГО АТРИСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Аннотация
Ученым Мира необходимо переходить к интерпретации реальных физических явлений и эффектов физики, открывая их причины, а не основываться на фантазиях квантовой механики, которая не имеет под собой физической основы. Теория относительности, предложенная А. Эйнштейном,   является началом абсурда в фундаментальной науке. Туннельных эффектов в мире не существует. Существует отсутствие понимания реальных физических процессов, которые бы вскрывали причины явления и эффектов. 

Тунне́льный эффект, туннели́рование — преодоление микрочастицей потенциального барьера в случае, когда её полная энергия (остающаяся при туннелировании неизменной) меньше высоты барьера. Туннельный эффект — явление исключительно квантовой природы, невозможное в классической механике и даже полностью противоречащее ей. Аналогом туннельного эффекта в волновой оптике может служить проникновение световой волны внутрь отражающей среды (на расстояния порядка длины световой волны) в условиях, когда, с точки зрения геометрической оптики, происходит полное внутреннее отражение. Явление туннелирования лежит в основе многих важных процессов в атомной и молекулярной физике, в физике атомного ядра, твёрдого тела и т. д.

Туннельный эффект имеет ряд проявлений в макроскопических системах:

· Туннелирование носителей зарядов через потенциальный барьер p-n перехода, получившее практическое применение в туннельном диоде.

· Туннелирование носителей зарядов через тонкую оксидную плёнку, имеющую диэлектрические свойства, покрывающую ряд металлов (в частности, алюминия) и обеспечивающее проводимость точек механического соединения проводников (скрутки проводов, зажимы, джамперы). Применительно к сверхпроводникам это явление получило название эффект Джозефсона.

1. АТРСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  ТУННЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА


Реально полученные измерения физических величин получают ошибочную интерпретация в результате того, что ученым мира неизвестны элементарные процессы, протекающие в веществе.


Рассмотрим  туннельный эффект протекающий в межэлектродном промежутке при непрерывном увеличении разности потенциалов между пластинами.


Между пластинами электродного промежутка в одну сторону направлена эфаны Ариадны, по которым перемещаются трансэлпосы, а им навстречу перемещаются положительные электрические пострино. В противоположном направлении по тем же эфанам Ариадны движутся положительные электрические пострино последовательно друг за другом. Размер серий пострино сохраняется всегда постоянным независимо от величины энергии серий пострино.


При увеличении разности потенциалов между пластинами электродного промежутка в каждом пострино происходит увеличении частоты пульсаций векторов атрисов квантонов и уменьшения амплитуды. Однако, скорость перемещения пострино сохраняется всегда постоянной и равной скорости света.


Для выхода электрона с поверхности катода необходимо, чтобы энергия серий трансэлпоса была больше или равна энергии наружных атринов спанов. Пусть энергия наружных атринов спанов меньше энергии серий будущего трансэлпоса. В этом случае электрон катода производной вистрой биртрона устанавливает силовую связь с центром серий пострино, прошедших полюс ядра атома. 


Серии производной вистры биртрона сокращаются и выносят электрон в центр серий пострино, в которые превращаются трансэпосы. После выноса электрона за пределы ядра серии покидают  электрон и движутся дальше по эфанам Ариадны со скоростью света. Вместе с сериями трансэлпоса электрон теряет энергию, которую он имел вместе с его сериями. Т.е. выносится работа выхода за пределы поверхности катода и рассеивается в пространстве. 

При движении по эфанам Ариадны пострино непрерывно догоняют электроны тока но не вступают с ними в силовую связь. Встречный поток положительных электрических пострино вступает в силовую связь с первыми вистрами биртронов электронов, сокращаются и аннигилируют. Кинетическая энергия электрона увеличивается, а встречный поток пострино аннигилирует.  В результате силового действия кинетическая энергия электронов тока увеличивается. К поверхности анода электрон тока подходит одновременно с одним из положительных электрических пострино, движущихся в направлении эфан Ариадны.


Электрон тока и положительное электрическое пострино устанавливает силовую связь с полюсом ядра атома и электрон тока под действием производной вистры биртрона втягивается в полюс ядра, вследствие сокращения амплитуд пульсаций квантонов, а положительные электрические серии пересекают полюс ядра в соответствии с амплитудой пульсаций, установленной наружными атринами пульсэдов.

Часть энергии серий, которая равна энергии наружных  атринов спанов отсекается в полюсе от серий пострино и поступает на наружные атрины спанов. В ядро атома анода возвращается энергия, которая была вынесена положительными электрическими постринами трансэлпоса из катода и была рассеяна в эфире. Далее электрон устанавливает силовую связь с центром серий будущего трансэлпоса при помощи  производной вистры биртрона электрона. Производные серии биртрона сокращаются и электрон выдергивается из ядра анода. Синтезируется трансэлпос, который дальше доставляет электрон тока к иону.


В межэлектродном промежутке при возникновении процесса туннелирования идет непрерывное увеличение частоты  пульсаций и уменьшение амплитуд векторов атрисов положительных пострино встречного потока. Встречный поток пытается установить силовую связь с производными вистрами биртрона электронов ядер атомов катода поверхности. Положительные электрические пострино электрона ядра атома устанавливают силовую связь с центром положительных электрических пострино, которые пересекли полюс ядра и сокращаются, пытаясь выдернуть электрон тока из полюса ядра атома. Обычно при напряжении между электродами больше энергии работы выхода  электрон  ядра успевает раньше установить силовую связь с центром пересекших полюс пострино и выдернуться, прежде чем противоположный поток  не установит силовую связь с вистрами биртрона электрона.


При определенной частоте силовая связь между встречным потоком положительных электрических пострино и производной вистрой биртрона электрона устанавливается раньше чем силовая связь производных биртрона  электрона с центром, пересекшим полюс ядра атома пострино. Так как силовая связь раньше установилась между встречным потоком пострино и биртроном, то уже произволные вистры биртрона не успевают извлечь электрон с полюса ядра. 

Ток в системе уменьшается. Дальнейшее увеличение разности потенциалов между электродами приводит к согласованию частоты пульсаций векторов атрисов квантонов с частотой квантонов наружных вистр биртрона электрона. И силовая связь между встречным потоком и производными вистрами биртронов электронов не устанавливается. 

Производные вистры биртрона электрона устанавливают силовую связь с центром серий, пересекших полюс и образуют трансэлпосы. Ток в межэлектродном промежутке увеличивается. Следовательно, изменения частоты пульсаций векторов атрисов квантонов положительных электрических пострино в межэлектродном промежутке при увеличении энергии приводит к уменьшению величины силы тока. Однако, дальнейший рост приводит к согласованию и опять идет рост тока в межэлектродном промежутке. 

Надо отметить, что в межэлектродном промежутке отсутствует падение потенциала, так как измеряется разность потенциалов двух положительных встречных потоков пострино на электродах. Измеряемое «адение»патенциалов является разностью потеницалов между электродом и точкой вдоль  движения электрических пострино, так что падение потенциалов межэлектродном промежутке
Туннельный диод — полупроводниковый диод на основе вырожденного полупроводника, в котором при приложении напряжения в прямом направлении туннельный эффект проявляется в появлении участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением на вольт-амперной характеристике.

Обычные диоды при увеличении прямого напряжения монотонно увеличивают пропускаемый ток. В туннельном диоде квантово-механическое туннелирование электронов добавляет прогиб в ВАХ, при этом из-за высокой степени легирования p- и n-областей напряжение пробоя уменьшается практически до нуля. Туннельный эффект позволяет электронам преодолеть энергетический барьер в зоне перехода с шириной 50-150 Å при таких напряжениях, когда зона проводимости в n-области имеет равные энергетические уровни с валентной зоной р-области. 

Наибольшее распространение на практике получили туннельные диоды из Ge, GaAs, а также из GaSb. Эти диоды находят широкое применение в качестве предварительных усилителей, генераторов и высокочастотных переключателей. Они работают на частотах, во много раз превышающих частоты работы тетродов — до 30…100 ГГц. 


Все туннельные диоды являются полупроводниковыми приборами и состоят они из двух и более элементов. В структуре кристалла диода в одной плоскости располагаются ядра атомов разных элементов. При низком значении напряжения на контактах диода  эфаны Ариадны пересекают полюса ядер атомов с низкой избыточной энергией спанов ядер атомов. Но не пересекают полюса ядер атомов с большой избыточной энергией спанов ядер атомов. По мере повышения напряжения на контактах идет рост тока до тех пор, пока величина напряжения не становится такой, что энергия серий трансэлпоса становится больше энергии наружных атринов спанов. Эфана Ариадны начинает переключаться на ядра атомов с большей избыточной энергией  атринов спанов. Величина тока начинает падать и при достижении определенной величины достигает минимума. Проход тока через второй элемент становится возможным когда энергия серий трансэлпоса достигает величины энергии наружных атринов спанов второго элемента. Увеличение напряжения на контактах приводит к росту энергии серии трансэлпосов. И ток в системе полупроводника второго элемента начинает расти. Так появляется туннельный эффект. Туннельный эффект это свойство полупроводникового прибора пропускать эфаны Ариадны и ток через разные элементы ядер атомов прибора.
И все выдумки ученых являются результатом отсутствия понимания реалий природы.

ВЫВОДЫ:

1. Туннельный эффект существует только в воображении ученых в связи с ошибочной интерпретацией результатов эксперимента при отсутствии пониманий реальных процессов, протекающих в веществе.

2. Туннельные эффекты объединили в одну группу, но их природа в каждом отдельном случае совершенно различна. В межэлектродном промежутке идут одни процессы, в полупроводниковых приборах – другие, при радиоактивном распаде – третьи процессы. И все они имеют совершенно разную природу.
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